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69 Halbleiteranordnung mit verbesserter Kiihlleistung.

@ Ein Halbleitersystem ist zwischen zwei Hauptelektro-

den angeordnet, die sich aus zwei hermetisch verbun-
denen Teilen (13, 14 und 5, 5') zusammensetzen, von
denen der an dem Halbleitersystem (7) anliegende erste
Teil (13, 14) eine kreisférmige Scheibe ist und der damit
fest verbundene zweite Teil (5, 5") als Kiihlkanile dienen-
de Hohlrdume (1, 2, 3) aufweist. Die zweiten Teile(5,5')
der Hauptelektroden sind durch einen Isolierring (8) mit-
einander verbunden. Durch diese Ausfithrung der Haupt-
elektroden ergibt sich eine Erhhung des Belastungswer-
tes des Bauelementes.
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PATENTANSPRUCHE
1. Halbleiteranordnung, bei der ein Leistungs-Halbleiter-
bauelement mit Stirnfldchen an zwei zugleich als Kiihlk6rper
dienenden und mit Kiihlkanilen versehenen Hauptelektroden
anliegt, bei der an den jeweils aus zwei dicht miteinander ver-
bundenen Elektrodenteilen bestehenden Hauptelektroden ein
gemeinsamer Isolierring mittels seiner Armaturen angebracht

ist,dadurch gekennzeichnet, dass die am Halbleiterbauelement

(7) anliegenden inneren Elektrodenteile (13, 14) jeder Haupt-
elektrode aus einer kreisférmigen Scheibe bestehen, und dass
an jedem dusseren Elektrodenteil (5,5*) ein seitlich vorsprin-
gendes Bauteil (4) befestigt ist, an dem der Isolierring (8) iiber

die Armaturen (9) angreift und dass alle Kiihlkanile (1-3)inden

dusseren Elektrodenteilen (5, 5’) angeordnet sind.

neten geometrischen Raumformen versehen, beispielsweise
mit Vorspriingen, Stiften u. 4., die zur Zirkulation des Kithlmit-
tels dienen, wobei diese Hohlrdume mit elastischen Gliedern
abgedichtet und mit einer Kappe verschlossen sind. Diese Kon-

5 struktionen sind vom Herstellungsstandpunkt aus relativ kom-

pliziert und aufwendig, enthalten eine gréssere Anzahl vom
Komponenten und sind in Bezug auf ihre Zuverlissigkeit nicht
auf der gewiinschten Hohe.

Die oben erwihnten Nachteile werden durch eine Halb-

10 Jeiteranordnung nach Patentanspruch-1 dadurch gelést, dass

die am Halbleiterbauelement anliegenden inneren Elektroden-

teile jeder Hauptelektrode aus einer kreisformigen Scheibe
bestehen und dass an jedem #usseren Elektrodenteil ein seitlich
vorspringendes Bauteil befestigt ist, an dem der Isolierring iiber

2. Halbleiteranordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 15 die Armaturen angreift und dass alle Kiihlkanale in den 4usse-

zeichnet, dass die Kithlkanile (3) an der inneren Stirnflache
jedes dusseren Elektrodenteils (5,5’) angeordnet und als kon-
zentrische Ringkanile ausgebildet sind, die iiber jeweils zwei
senkrecht zur Stirnfliche verlaufende Verbindungskanile (2)
mit je einer einen Zulauf- und einen Ablauf-Kanal bildenden
Zylinderbohrung (1) verbunden sind, welche in einer zweiten,
zur Ebene der Kiihlkanile parallelen Ebene liegen.

3. Halbleiteranordnung nach den Anspriichen 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, dass einer der inneren Elektroden-
teile (13, 14) mit einem Hohlraum (10) fiir das Anbringen des
Anschlusses der Steuerelekirode oder deren Anpressmittel
versehen ist. ,

4. Halbleiteranordnung nach den Anspriichen 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zylinderbohrungen (1) der
susseren Elektrodenteile (5, 5) mit Mitteln (6) fiir die Zu- und
Abfuhr des Kiihlmittels versehen sind.

Gegenstand der Erfindung ist eine Halbleiteranordnung,
bei der ein Leistungs-Halbleiterbauelement mit Stirnflichen an.
zwei zugleich als Kiihlkorper dienenden und mit Kiihlkanilen

ren Elektrodenteilen angeordnet sind. In einer besonderen Aus-
fithrungsart werden die Kiithlkanile an der inneren Stirnfliache
jedes dusseren Elektrodenteils angeordnet und als konzentri-
sche Ringkanile ausgebildet, die iiber jeweils zwei senkrecht

20 zur Stirnfliche verlaufende Verbindungskanile mit je einer -

einen Zulauf- und einen Ablauf-Kanal bildenden Zylinderboh-
rung verbunden sind, welche in einer zweiten zur Ebene der
Kiihlkanile parallelen Ebene liegen.

Bei dieser Halbleiteranordnung wird der Kontaktiibergang

25 zwischen den Elektroden und den Kiihlkérpern beseitigt. Das

resultierende Bauelement ist durch seine Konstruktion herstel-
lungstechnisch einfach und niitzt in maximaler Weise die kon-
ventionellen, bereits bewihrten Technologien aus, was sich in
seiner gesteigerten Zuverlissigkeit spiegelt und 6konomisch

30 von grossem Interesse ist.

In der Zeichnung ist ein Ausfithrungsbeispiel des erfin-
dungsgemissen Halbleiterbauelements dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 eine Ansicht des Bauelements teilweise im Schnitt,

Fig. 2 eine Ansicht teilweise im Schnitt einer Hauptelek-

35 trode des Bauelements und

Fig. 3 einen-Schnitt lings der Linie A-A in Fig.2.
Das in Teilschnitt in Fig. 1 dargestellte Leistungs-Halb-

leiterbauelement enthilt ein beispielsweise in Gleitkontakt zwi-

schen zwei Hauptelektroden des Bauelements befindliches

versehenen Hauptelektroden anliegt, bei der an den jeweils aus 40 Halbleitersystem 7. Das Halbleitersystem 7 wird einem Silizi-

zwei dicht miteinander verbundenen Elektrodenteilen beste-
henden Hauptelektroden ein gemeinsamer Isolierring mittels
seiner Armaturen angebracht ist.

Zur Zeit werden iberwiegenderweise Leistungs-Halbleiter-

bauelemente hergestellt, bei welchen sich zwischen zwei Elek- 45

troden unter Anpresskraft ein Halbleitersystem befindet, wel-
ches mit den angefiihrten Elektroden in Gleitkontakt ist. Um
die Abfithrung der Verlustwirme aus dem Halbleitersystem zu
ermoglichen, liegen an den dusseren Oberflichen Glieder fiir
die Wirmeableitung - die Kiihlkorper - an. Falls notwendig,
kann durch diese zur Warmeableitung bestimmten Glieder ein
Kithlmittel wie z. B. Wasser, Ol u. 4. zirkulieren.

Bei den oben angefiihrten Halbleiterbauelementen sinkt
der Wirmekontaktwiderstand auf der Kontaktoberfliche, auf
welcher der Elektrodenblock mit dem zur Wirmeableitung
bestimmten Glied in Kontakt ist, nicht unter eine bestimmte
Grenze, denn die dussere Oberfliche des Elektrodenblockes ist
mit dem zur Wirmeableitung bestimmten Glied, welches
getrennt vom Elektrodenblock geschaffen wurde, nur in Druck-

kontakt. Daraus geht hervor, dass die Gegenwart des angefiihr- so

ten Kontaktiibergangs eine Verschlechterung der Verlustwir-
meableitung des Halbleiterbauelements zur Folge hat. Es ist
deshalb die Beseitigung dieses Elektroden-Kontaktiibergangs
und des zur Warmeleitung bestimmten Glieds wiinschenswert.
Es sind bereits Konstruktionen von Leistungs-Halbleiter-
bauelementen bekannt, bei denen der oben angefiihrte Kon-
taktiibergang im Grunde eliminiert wurde. Bei diesen Bauele-
menten sind die Elektrodenblécke mit Hohlrdumen mit geeig-

umplattchen mit mindestens einem PN-Ubergang gebildet,
wobei dieses Plattchen mit einer Versteifungsplatte aus Molyb-
dén, gegebenenfalls aus Wolfram versehen sein kann. Die
Hauptelektroden des Bauelements bestehen aus zwei herme-
tisch verbundenen Teilen 13, 14 und 5,5’, wobei die ersten an
das Halbleitersystem 7 anliegenden Teile 13, 14 von einer kreis-
formigen Scheibe gebildet werden und die zweiten Teile 5, 5/
mit einem System von Hohlrdumen 1, 2, 3 versehen sind.

Die zweiten Teile 5,5’ der beiden Hauptelektroden des
Halbleiterbauelementes sind iiber den Umfang mit einem Vor-
sprung 4 versehen, mit welchem die Armatur 9 des kerami-
schen Isolierringes 8 unlosbar, beispielsweise durch Schweis-
sung, verbunden ist. Der iiber den Umfang verlaufende Vor-
sprung 4 kann den Teil des Ringes bilden, der auf den dusseren
Umfang der zweiten Teile 5,5’ der Hauptelektrode aufgescho-
ben und zuletzt angeschweisst (mit Schicht 15) ist, oder er kann
direkt ein integrierter Teil der zweiten Teile 5,5’ der Haupt-
elektrode sein. Der keramische Isolierring 8 kann mit einem
Durchgangsréhrchen 11 fiir den Steuerelektrodenanschluss
versehen sein, fiir den Fall, dass das Leistungs-Halbleiterbau-
element ein Thyristor oder ein Triac, eventuell ein Transistor

ist. In diesem Falle ist der erste Teil 14 der Hauptelektrode mit -
einem Hohlraum 10 fiir die Anbringung des Steuerelektroden-

anschlusses oder des Anpresssystems der Steuerelektrode ver-

65 sechen.

Wie aus der Fig. 2 zu ersehen ist, sind die Hohlraume des
zweiten Teils 5 der Hauptelektroden in Form von zwei gegen-
seitig (und mit der Ebene des Halbleitersystems 7) parallelen
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Ebenen ausgebildet und sind gegenseitig durch zwei Verbin- nungen 12 versehen sein, welche die Zentrierung des erfin-
dungskanile 2 verbunden. Die an die dussere Seite der ersten dungsgemissen Leistungs-Halbleiterbauelementes in Anpress-
Teile 13, 14 der Hauptelektroden anliegenden Hohlrdume wer-  richtung regeln.

den von einer Reihe konzentrischer Kanile 3 gebildet, wih- Die Konstruktion der erfindungsgeméssen Halbleiteran-

rend die Hohlriume auf der entgegengesetzten Seite der zwei- 5 ordnung ermdglicht eine Steigerung des Nutzwertes von Lei-
ten Teile 5,5 der Hauptelektroden von zwei im Grundsatz par-  stungs-Halbleiterbauelementen. Mit Hinsicht auf die merklich
allelen zylinderférmigen Kanilen 1 gebildet werden. Diese par-  bessere Abfuhr der Verlustwiarme erhoht sich die Strombelast-
allelen Kanile 1 sind mit Armaturen 6 (in Fig. 1) versehen, die barkeit des Halbleiterbauelementes bedeutend und es erwei-
zur Zu- und Abfuhr des KiihImittels, beispielsweise Wasser, tert sich auch das Spektrum seiner Anwendungsmoglichkeiten.
bestimmt sind. Die beiden ersten Teile 13, 14 und zweiten Teile 10 Giinstig ist auch das kleinere Volumen der beschriebenen

5,5' der Hauptelektroden sind miteinander hermetisch verbun-  Anordnung fiir Leistungshalbleiter gegeniiber der konventio-
den, beispielsweise durch eine Lotschicht 15 (in Fig. 1 durch nellen Konzeption eines selbstindigen Bauelements und eines
eine stirkere Linie dargestellt). Die zweiten Teile 5,5’ der selbstindigen Kiihlkérpers, die Konstruktion ist auch wirt-
Hauptelektroden kénnen auf der Aussenfliche mit Zentrieroff-  schaftlich gesehen giinstig.

2 Blatt Zeichnungen
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